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【はじめに】 我々は強誘電体と極性半導体の極性材料で形成されるヘテロ界面の分極間相互作

用に着目している。これまで YMnO3/ZnO や有機強誘電体/ZnO のヘテロ構造を作製し電子輸送特

性などを報告してきたが、分極間相互作用をより詳細に調べるには格子不整合による歪みや欠陥

などの外因的な要因の低減が必要と考えている。そこで Ca添加量により格子長の変調が可能な強

誘電体 Ba1-xCaxTiO3(BCT)と極性半導体 ZnO を用い、格子整合成長した強誘電体/極性半導体構造

の作製を試みている 1)。BCTは Fig.1に黒線で示す ZnO の 3周期の格子( 3 aZnO = 5.63 Å)に対し

て [110]方向の格子長 ( 2 aBCT)が整合する。このため Fig.1 に赤線で示したように

(111)[110]BCT||(0001)[1 1 00]ZnO の関係でエピタキシャル成長することを期待したが、ZnO 上では

(111)成長した BCT は得られなかった。このため本研究では ZnO 最表面の 1/3 個の酸素が欠損し、

(111)BCT との格子整合性が良い( 3  3 )R30再構成

表面 2)を用い、 (111)BCT薄膜の成長を試みた。 

【実験方法及び結果】 パルスレーザー堆積法を用

いて(000 1 )(O 極性)ZnO 基板上に BCT 極薄膜の製膜

を行った。ZnO 基板は酸素雰囲気(~1.010
-4

 Torr)中に

おいて 860 C での熱処理を行い、( 3 3 )R30再構

成表面を形成した(Fig. 2(a))。BCT薄膜は基板温度 700 

C、酸素圧 1.010
-1

 Torrで作製した。BCT薄膜 (10nm)

の反射型高エネルギー電子回折(RHEED)像を Fig. 

2(b)に示す。ZnOの[1 1 00]方位に対して、赤丸で示す

BCT の[110]の回折像および、白丸で示す面内に 60

回転した結晶からの回折像が存在することがわかる。

また、Fig. 2(c)に示す X 線回折(XRD)図形から BCT

は ZnO上で(111)成長していることがわかる。以上の

結果から ZnO の( 3 3 )R30再構成表面を用いるこ

とで(111)[110]BCT||(0001)[1 1 00]ZnO のエピタキシャ

ル関係で成長した BCT薄膜を得られていることを確

認した。講演では作製した試料の電気的特性につい

て報告し、ZnO 上の BCT薄膜の強誘電性について議

論する。 
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Fig. 1 Schematic illustrations of top view for 
the crystal lattices of ZnO and BCT. 
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Fig. 2 RHEED patterns of ZnO substrates (a) 
and BCT/ZnO (b) along [1 1 00] azimuth and 
XRD 2- scan of BCT /ZnO (c). 

第62回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2015 東海大学 湘南キャンパス)13a-A21-7 

© 2015年 応用物理学会 05-215


